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長域によっては 10－5 を上回る測定精度を達成することが十分可能であることを明らかにしている。 
⑵ 高精度比較反射率スペクトル測定装置の開発に成功している。測定の高精度化を実現するため、比較反射率法の
採用や、感度が安定した光検出器の利用、試料表面角度の補正機構の構築、測定時の試料環境の真空化などを実












 ③ 超 LSI の製造等に用いられるシリコン表面洗浄法によって生じる表面原子構造の変化について検討している。
シリコンの（001）面と（111）面の両方で実験を行い、（001）面の場合は繰り返し洗浄に伴って生じる反射率
の変化は 10－4 レベルの小さいものであるのに対し、（111）面の場合は 10－3 レベルのかなり大きなものであ
るという、これまで知られていなかった興味深い結果を初めて明らかにしている。また、それを説明する洗浄
における原子レベルでの表面構造変化のモデルを提案している。 
⑷ 実測されたスペクトルから表面原子構造を同定するためのツールとして量子力学の第一原理計算に基づく表面
光学応答特性計算プログラムを開発するとともに、この計算方法が表面原子構造の同定手法として有効であるこ
とを示している。まず、バルクシリコンの反射率スペクトルを計算し、スペクトル構造が定性的ではあるが再現
できることを明らかにするとともに、そのピーク位置誤差が計算の基礎理論から予測される値に一致することを
示している。また、歪を持つシリコンの反射率スペクトルの計算により、歪の大きさに依存してピーク位置がシ
フトする現象の解析に成功している。さらに、表面準位の効果を含む計算として面方位の異なる表面間の比較反
射率スペクトルを計算し、実測値との対応を得ている。 
 以上のように、本論文は、反射率スペクトル微小変化の高精度検出に基づき、シリコン表面を高感度に評価する技
術を確立したものといえる。この研究によりシリコン表面の原子レベルでの電子・原子構造評価が可能になり、今後
のデバイス用基板シリコン表面の評価への応用が期待できる。また、シリコン表面以外の材料表面への適用も可能で
あり、さらなる応用分野の広がりも期待できる。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
